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HfO2系の強誘電性がどのようにして現れ、メモリ
特性の寿命はどのように決まるのか、基礎物性から
応用課題までを調査研究する。

課題：
起源が未解明

産総研とNIMSが中心となって試料作成と電気特
性評価を行い、複数の大学と共同で研究を進める。

メモリ寿命が
不明

HfO2系強誘電体

研究：
光学特性評価

寿命のモデリング


